
卒業論文要旨 

Arビームが照射された Si結晶基板のナノインデンテーション測定の解析 

Analysis of nanoindentation measurement of Si crystalline substrate irradiated 

with Ar beam 

 

Guo 氏らが実施した、Kr ビームが照射された Si 結晶のナノインデンテー

ション測定によって、ナノハードネスの低下や特定の深さでの Pop-in現象が

観察された 1)。本研究では Arビームを照射した Si結晶の荷重-変位曲線の解

析を行い、Krビームで得られた結果と比較した。 

荷重-変位曲線から二次関数の成分を差し引いて残差曲線(図 1)としてグラ

フにすると、Pop-in 現象は Ar ビームでも観察された。シミュレーションコ

ードを用いて実際の照射条件での飛程、欠陥分布を求めた。Arと Krの解析

結果を比較すると、ナノハードネスの急激な変化と Pop-in現象の起こる深さ

が一致し、Arと Krでは飛程と Pop-in現象が起こる深さの大小関係が逆転していることが分かった。 
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図１.残差曲線 
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